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P. Gabler - G. Miinsterberg, 1-2 - 1,

E1l présente invento se refiere a un circuito para trans-
mitir sefiales por una linea sujeta a sobretensiones transito-
rias, que comprende ﬁn derivador de sobretensiones puesto a
tierra en un extremo e incluido en una rama derivacidn, y
un optoacoplédor en un receptor.

"El Boletin Técnico de IBM, Vol. 16, No 4, Septiembre
de 1973, pp. 1323 y 1324, describe un detector de bucle y co-
rriente de llamada para una linea telefénica en la que exis-

ten derivadores de sobretensiones puestos a tierra en uno de

sus extremos, a fin de ofrecer una proteccidn contra las so-

bretensiones. Ya que los derivadores de sobretensiones dis-~

ponibles comercialmente responden solamente a varios cientos
de voltios, este sistema no ofrece proteccién contra el aco-
plamiento dg impulsos'de interferencia de algunos volti;s.

La Solicitud de Patente Francesa n? 7.340.850 descri-
be un juntor que utiliza una combinacién de diodo zener-resis-
téncia para proteger un circuito transistorizado contra sobre-
tensiones,

El objetivo del presente invento es proporcionar un
circuito mejorado que permita la transmisién de sefiales por
una linea, la cual esta sujeéa a sobretensiones transitorias.
Este objetivo se consigue segin se indica en la reivindicacidn

1.

Los optoacopladores aislan eléctricamente la linea

tanto del transmisor como del receptor de tal manera que los

cambios de potencial causados por las sobretensiones Y que
afectan a toda la linea né provocaran ninguna perturbacién
en el equipo conectado a la misma ni en lag seflales transmi=-
tidas. E1 amplificador de sefial eleva el nivel de sefial a la

entrada de la linea, mejorando por lo tanto la relacién sefial-
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2.

ruidc en el extremo de recepcidén. Elementos limitadores de ten-
sion y de corriente forman parte del circuito amplificador
de sefial; si se eligen valores apropiados para los mismos,
protegen todos los elementos implicados en la transmisién
y participan en la formacidén del valor de umbral.

Un desarrollo del presente invento esta caracterizado
porque los elementos limitadores de temsién y corriente en
las ramas derivacidn y serie del circuito forman una cone-
xibén en cascada. A través de la conexidén en cascada se ase=-
gura una reduccidn paso~a-paso programada de los efectos de

las sobretensiones.

Otro desarrollo del invento estd caracterizado porgue
una de las fuentes de tensidén que forman el umbral, de las
que existe por lo menos una, esta conectadareﬁtre el optoaco~
pladq; Yy el amplificador de seilal. Esto aumenta nuevamente
la relacidén sefial-ruido y estabiliza el funcionamiento del
optoacoplador y del amplificador de seilal en el caso de va-
riaciones de la temperatura y de la tensidén de funcionamiento.

Describiremos seguidamente una configuracidén del inven-
to con mas detalle en relacidn con el dibujo que se acompaifia.

La Figura muestra un circuito UStr ‘para transmitir
sefiales desde un transmisor S a un receptor E. El transmisor
actlia sobre un fototransistor PT de un optoacoplador OKl a
travé$ de una fuente de luzv La resistencia de carga del fo-
totransistor, conectada al emisor del fototransistor, es un

divisor de tensibén constituido por dos resistencias Rl y

~R2 y cuya tensidén dividida se aplica a la base de un tran-

sistor T que funciona en una configuracidén de emisor comin.
Conectada al circuito base-emisor existe una fuente de ten-

sién US1l que hace al transistor T no conductivo, de tal manera
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3.

que este Ultimo no puede conducir -hasta que la seﬁal propor-
cionada por el fototransistor PT tenga un nivel minimo (valor
de umbral).

Ambas medidas, esto es, la introduccidén de un umbral
?e seflal y la divisidén de 1la tensidn, refuerzan la seguridad
contra las tensiones de interferencia Y los cambios de 1a
corriente de oscuridad dependientes de 1la temperatura del
fototransistor PT.

La corriente de colector del transistor T, que llega
del terminal positivo de la fuente de tensidén de funciona-
miento UB, pasa a través dei hilo entre los terminales 2-2!
de la linea Ltg sujeta a sobretensiones, a través del diodo
de emisidén luminosa LED del optoacoplador O0K2, dénde se aco-.
pPla la sefial, a través de la resistencia R5, el hilo entre
los terminales 1'-1 de la linea Ltg sujeta a sobretensiones,
y las resistencias R4, R3.

Un diodo D estd conectada en raralelo inverso con el
diodo de emisidén luminosa LED, por dénde se derivan las
sobrefensiones que podrian polarizar el diodo de emisidn
luminosa LED en la regién de ruptura inversa. Para proteger
el diodo D de sobrecorrientes, existe l1a resistencia RS
cuyo valor se elige de tal manera que tambien proteja el dio=-
do de emisidén lumincsa LED de corriente excesivas.

En las condiciones de no~senial, el diodo D, conectado
en paralelo inverso con el diodo de etiisidén luminosa LED,
estd constantemente polarizado directamente Por una corrien-
te que llega de la fuente de tensidn UF2 y que pasa a través
de la resistencia de valor elevado R6. Esto c;mpensa las co-

rrientes de pérdida del transistor T. Ademéds, se crea un um-

bral para el diodo de emisidn luminosa LED. Este umbral aumenta
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tambien la relacién_seﬁal-ruido del circuito UStr.

Las sobretensiones en la linea Ltg pueden ser pertur-
badoras si tiene lugar en el hilo entre los terminales 1~1',
Sin emb;rgo, si el otro hilo, el conectado a tierra esti afec-
tado por una sobretensién, solamente cambiaran las condiciomes
de potencial en todo el circuito UStr; los transmisores y re-
ceptpr;s quedaran fuera de funcionamiento como consecuencia
del aislamiento eléctrico en los optoacopladores QK1 y OK2,

Si una elevada tensién transitoria afecta al hilo en~
tre los terminales 1-1', se conecta directamente un derivador
de sobretensién H a los terminales 1-2, en dénde salta una
descarga a tensiones que hayan alcanzado un valor predetermi-

nado (de algunos eientos de voltios), el cual deriva la ten-

) .
&

sidén a tierra.

Sin embargo, antes de que tenga lugar la descarga, apa-
rece la tensidén de descarga a lo largo de la linea. Ademés,
la descarga es semejante a las ondas Progresivas. En este ca-
S0, un-diodo zener Z protege la via colector-emisor del tran~
sistor T de cualquier tensién perjudicial. El diodo zener,

a su vez, estd protegido de sobretensiones por la resisten-~
cia R4. La resistencia R3 protege el transistor T de sobre-~
tensiones cuando éste conduce.

Ha de duedar entendido que la anterior descripcién de
una forma determinada del invento se hace a modo de ejemplo
¥y no debe considerarse como limitacién de su alcance.

El presente invento corresponde a una solicitud de pa~-
tente formulada en Alemania el dia 2 de Febrero de 1977, se=-
fialada con el Ne P 27 04 144,7, Y se acoge por lo tanto a los
beneficios que otorgan los convenios internacionales vigen-

tes.
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Los puntos.de invencién propia y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de esta patente de veinte afios
son los siguieﬁtes:

1.- ﬁn circuito ﬁara transmitir sefiales por una
linea sujeta a sobretensiones, que comprende un derivador
de sobretensiones puesto a tierra en un extremo e incluido
en una rama en derivacidén, y un optoacoplador en un recep-
tor caracterizado porque la linea (Ltg) se conecta a un
transmisor (S) a través de otro optoacoplador (OK1), porque
un ‘amplificador de sefial (T) estad acoplado entre el segundo
optoacoplador (0Kl) y la linea (Ltg), porque existe por lo
menos una fuente de tensidén para constituir un umbralr(USl,
US2), porque existen ;lementos limitadores de tensidén adicio-
nales (Z, D) en la rama derivacién y porgque existen elementos
limitadores de corriente (R3, R4, R5) en la rama serie.

) 2.~ Un circuito, segiin el punto 1, caracterizado por-
que los elementos limitadores de corriente y tensién (Z, H,
D; R3, Rh, R5) en las ramas serie Y derivacibén forman una co-
nexién en cascada.

J«= Un circuito, segin el punto 1, caracterizado
porque una de las fuentes de tensidén que forman el umbral
(US1l), de las que existen al menos una, estid conectada entre
el segundo optoacoplador (0Kl) y el amplificadsr de sefial (T).

k.- Un circuito, segiin el punto 1, caracterizado
porque una de las fuentes de tensidén que forman el umbral
(Us2) &e las que existe al menos una, esta conectada al optoa-
coplador (0X2).

5¢- Un circuito, segin el punto 1, caracterizado

porque los elementos limitadores de tensidn {(Z, H, D) en la
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rama derivacidn ihcluyen, ademis del derivador de sobreten-
siones (H), al menos un diodo (D) y un diodo zemner (z),
manteniéndose el diodo (D) en condicién de conduccién di-
recta cuando no se aplica seflal al éircuito (UsStr).

6.~ Un circuito, segin el punto 1, caracterizado por-
que los elementos limitadores de corriente (R3.....R5) en 1la
rama serie son resistencias.

7.~ Un circuito para transmitir sefiales por una li~ -

nea sujeta a sobretensiones transitorias.

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede,
representado en el dibujo que se acompafia y a los fines es-

pecificados.

Esta memoria consta de seis hojas escritas por una

sola cara.

Madrid, F 2 FEB, 1978
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